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Thin-film transistors based on InGaN grown at room temperature 
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ディスプレイ用薄膜トランジスタ(TFT)として、現状ではアモルファス Siや IGZOに代表される酸化物半

導体などが用いられている。ディスプレイの更なる高精細化や、演算処理や電力制御等の機能が付与さ

れた新機能素子実現のためには、より電子移動度の高いチャネル材料の開発が求められる。我々は、既

に高速通信素子やパワーデバイスの実績がある窒化物半導体に着目し、ガラス基板で多結晶 InGaN-

TFTが正常に動作することを実証してきた。[1][2] もしも、窒化物 TFTがプラスチックなどフレキシブルな基

板上にも作製できれば、窒化物デバイスの応用分野拡大に繋がると考えられるが、有機物のような耐熱

性の低い基板材料を用いるためには、薄膜の成膜温度を大幅に低減する必要がある。過去に低温で作

製した窒化物薄膜を電子デバイスに応用した試みは少なく、その諸特性には不明な点が多い。そこで本

研究では、室温で成膜した InGaN 薄膜の構造特性や電気特性を詳細に調べ、TFT 応用の可能性を検

討した。 

基板には合成石英ガラスとポリイミドフィルムを用いた。パルススパッタ堆積(PSD)法で InGaN 薄膜を室

温から 500°C の温度範囲で成長し、XRD で結晶性の評価、SEM と AFM で表面状態の観察、van der 

Pauw 法によるホール効果測定にて電気特性の評価を行った。メサ加工を施した InGaN 薄膜に、ソース・

ドレイン電極として Ti/Al を電子ビーム蒸着し、ALD 法により HfO2ゲート絶縁膜を堆積した。最後に Au

をゲート電極として蒸着し、TFTを完成させた。 

合成石英ガラス上に 300°C 以上で成長した InGaN 薄膜の XRD 測定の結果では、0002 回折由来の

鋭いピークが見られ、c 軸配向成長が確認された(図 1)。一方、室温(RT)で成長した InGaN 薄膜の XRD

測定の結果では、0002 回折の強度が微弱になり、その他に 101
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2 回折由来の微弱なピーク

が観測された。成長温度の低減により、特徴的な配向性が失われ、アモルファス化が進行したものと考え

ている。また、回折角度はベガード則に従い、In 組成に応じてシフトしていることも分かった。また、室温

成長膜の表面は AFM の RMS 値~0.5 nm と TFT チャネル層として十分な平滑性を有していることがわ

かった。 

室温成長した InGaN 薄膜をチャネル層とした

TFT の特性を半導体パラメータアナライザで評

価したところ、正常なトランジスタ動作が確認でき

た。尚、当日は、In 組成や成膜温度がチャネル

層の結晶構造やトランジスタ特性に及ぼす影響

についても議論する予定である。 
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図 1  合成石英ガラス基板上 InGaN薄膜 

(成長温度：500°C, 300°C, 室温)の XRDパターン 
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